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‘lio, obtienenceda vez més importamcia. Como la capacidad elde

. usualew en log otros meteles, se alcanze en el tantalio o nio

En la técnica encuentran splicacidn varios prg
cedimientos péra aunentar la superficie de temtalio o niocbio
pera su empleo como electrodos en condenssdores de electroli-

to. Ios eleetrodos de tentalio, a cause de la gren estabili-

dad quinica y por rezén de le alta constante de"dialec’:triéilda{i
de la cepe de Sxido de tentelio actusnte como dieléetrico,quel

8e produce como @elgedo revestimiento sobrs el dnodo de tent

trica ds un condensador de eléé:trieo depende proporeionalmen—i
te de lo superfieis de su cepa de Oxido, actuante como dielée|

tricx, y en la técnice son desesbles condensadores que, eon |

pequefio volumen, tengan una capeeidad lo mayor posible, en la
fabfica.cién de material de electrodos se procure cmseguir
una gren superficie eficaz por unidad de peso o de volumen.

" Para el mumento de la superficie de metales

utilizedos como elsetrodos, se conoeen diferentes procedimiegé.
tos. En el caso de tantalio o niobio,. sin embargo, resulta le
dificultad de que lom metales son extremedsmente inertes con-!
tra ataques quimicos, de modo que los métodos quimicos usue= .!
les en otros metales para la corrosidn o para dar aspereza,,no'

son adecuados para tentalio o niobio ; en los procedimientos

bio como mdximo une espereza muy pequefia; por el cmtrario més

bien se ejerce todauia un efecto alisador, 1o que naturslmen-
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te reduce le superficie eficaz. Para el amumento de la superfi

cie de cuerpos de tentalio o niobio resultan inedecusdos los
procedimientos electroquimicos. | | |

4s1, por ejemplo, es conocido hacer dspero oL
tentalio conectado anddicamente, por un elecfrolito compuesta

de formamida, un pequefio tento por ciento de‘ agua y una sal

inorgéniee, soluble en formenida, por ejemplo, un lzletlcigenuro..i

Otre propuesta consiste en hacer dspero el tag
talio para la febricacidn de electrodos de condensedores de J
electrolito, porque el mismo se conecta como énodo en un ele_;
trolito, que se compone de un compuesto de haldgeno orgénico
disuelto en un disolven-ﬁe orgénico, *que se descompone con for
macidn de iones de cloro, M®- en estado disuelto se somete
a un potencisl eléetrico". Por e¢jemplo, es una propuesta de 1

patente utilizar 4cido acético de tricloro y/o sales de este

écido, especialmente la sel sédice en solucién metanflica. E1

electrolifo, o bien tiene que estar libre de ggua, o puede co
tener hasta 10% de agua. Segin la teoris de la petente, la co-
rrosidn del tentalio se efectla por los "iones de cloro del :

dcido acético de tricloro”.

Mientras que en los procedimiemtos electrogui
nicos dé dar aspereza para tantalio conocidos hasta ahora, oc_ig
sionan la aspereza iones de ha.légeno, iones de pseudo halége-:-
no (SCH™, OCB-) o isnes de tricloracetato (en lo que low Gltil
mos se utilizan én el sentido de una sustancia que desprende

los iones de elorc verdaderemente eficaces) se ha encontredo
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que puede conseguirse una "aplieacién de asperezz al fantalio !i

nedignte aniones de muchos-cidos orgénicos, que no cont’iénen]_
ningiin halégeno y tampoco pueden suministirer ningune clase ae
iones de pseudo haldgeno. Ia seleccidn de medies, con los qv.é!
puede conseguirse un favorable aumento de la superficie de ‘
cuerpos de tantalio o niobio, destinados @ electrodos de con~
densadores de electrolito, se aumenta por ellc considerable—
mente. EL objeto del invento es un procedimiento para dar elec
troquinicamente aspereza a electrodos iaara con&ensadores_ de :
elee-trolito; por ej émplo y cintas, alambres y hojas de metaleé
pesedos, como niobio o temtelio, en el que el cuerpo de metal
pesado, que debe hacerse éspero, se conecta como &nodo en vn
electrolito, que contiene como _:ionéig'enof:un”.disdivénte".:orgénido,
especialnente conteniendo une pequefia participacidn de agua,_l
y un écido orgdnico y/o sus sales, y se caracteriza por la ufi
lizecidn de aguellos dcidos orgdnicos y/o sus sales, que Mo

desprenden iones de haldgeno. Se efectuaron numervsos ensayod,

en que el tentalio conectado como énodo se sometid a oorroaién
en un electrolito, que contenia dcidos orgdnicos libres de hﬁ'
16geno y/o sus sales, por ¢jemplo, la sal sédica en solucion
de metenol, en que siempre se eomsiguieron sorprendentemente

altos grados de espereza. Como dcidos orgénicos pueden empledr

se entre otros, ante todo deido fumar:.co, écido cénfrico, acl

do benzoico, dcido salicfl ico, dcido gentls:.n:.co, deido teref-—

|
|
Se puede uno figurer la reacecién del siguiemi'e

télico, preferentemente deido f£tdlico.
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EL enidén del dcido orgénico pese al dnodo y

modos

se descargas - ‘ : - |
-Coo™ /‘ ~£00

-CO0H n/ =COOH

Este descarge se efectia solamente en los lus

gares del énodo de tantalio, donde la pelicula de dxido (siem
pre existente) tiene defectos (agujeros) o es especialmente |

delgada, de modo que el anifn de dcido orgénico puede avenzer

hesta el metal limpio y puede descargarse alli. El redical pro
ducido del anién por descarga es inesteble. Se &escompone con
fomecidn de €Oy, en otro radicel, que es compareble a un &to

mo de haldgeno libre.’

@ =C00 2 (electrén solitario) |
R e X/ ~CO0H + €07

Estos radiceles reaccionen con los dtomos de

tentalio del dnodo Ta formendo un compuesto de temtalio me‘l‘:a_-i
orgénico soluble en metencl. De este meners se disuelve el '
tentalio, donde los eniones de ac:.do ftélico se descargen enl
neyor centidad y por ello se produce une concdentracidn de J:'eLx
dical suficientemente alta.

(Del compuesto de tantelio metelorgénico se

l
i
I
produce despuds en la solucin, hidrato de oxldo de tentalid

!
por reaccidn eon el agua, que: se¢ precipitfa como prec 1pi'ﬁado)

l
b
|
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tensidn existente dnodo solucidén y a la eomposicidn de la sol

- formarse ninguna pelicula protectora de dxido. Se efectiia en-

del dcido pueden empleerse tembién/seles, preferentemente las

41 nismo tiempo tremscurre la reaccidén de la

formacidn del 8xido de temtalio (proceso de formacién) en le |
descarge de los iones OH procedentes del agua. En co.ntra.poa_i_i
cifn a la disolucidn del tantalioc en la descerga de ios aniom
nes del deido f£tdlico, el proceso de formacidn se efectia en
todas partes, en tanto sdlo el espesor de la pelfculs de 4xi-!

‘do ve existente ses todevia menor de lo que corresponde a la |

luc:ién (eontenido de ague). Si no existe agua, tampoco puede

|
tonees un desprendimiento regular del tantalio sin aumento de :

|
la superficie. '

En la utilizacidn segin el invento, por ejem—

plo, de doido f£tdlico eomo agem&.elmo-rdien‘tie, en que en lugar
as

seles de 4lesli ¥ la sal emdénies, pueden conseguirse grados 4

(V)

sspereze especialmenie bien reproducibles. 4qui la consecueid;

=

de un buen gredo de aspereze no depencie de la estricta obser-|
t
veneia de une determinede concentracidn o de condiciones de e_cé

rrosién determinadas. }

Pueden utilizarse como disolventes orgénicos,
pdr- ejemplo, alecoholes monovalentes, glieol, a.ﬁidas, aminas, .
nitrobenzol, ef..c.,' especialmente alcohol metiliéo. En estos &g
solventes, que tiemen une alte consteaite de dielectricidad,pu_?!_
den disocierse sufieientemente los fcidos orgénicos disueltos,

respectivamente sus sales, de modo que se garantiza una corre%

i
i
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pondiente enductibilidad del electrolito. Ademds se requiere

determinado tanto por ciento de agua en el electrolito, tal

como se comprende seguun la tearia expuesia. Sin embargo, el
emtenido de agua tiene que regularse de tal modo que se con=.
sigen-. los grados Sptimos de aspereza; un tento pof ciento de!
-agua demssiado grende en el electrolito, em efecto, favorece-
rie la formacidn de Jxido, es decir la formacién que represen
ta la . neaccién primari# del tratemiento de aspereze. Sin em
bargo, si se favorece demasiedo la fomacidn, & consecuencie

de exceso de agua; la descarge de los eniones de dcido ftdli-
¢0, y por ello el desprendimiento del tantalio, puede ocurrir
menos O puede que no ocurras en absoluto, ya que el recubrimieg
'EO' de la sﬁperficie de metal con una dense § gruesa) capa de

dxido se hace tanto més completo, por lo gue se hace menor el
grado de aspereza. Ha demostrado ser fevorable para la obten-
elén de un alto grado de aspereza el que el disolvente en el

électﬁoli‘t‘:o puegtre cierto contenido de metanol. Los mejores

resultados se consiguen euando el disolvente se compone totals

memte de metanol. Igualmente se consigue un grado dptimo de
espereza, cuendo, como por ejemplo &l utilizar dcido ftélico
se afiade tanto hidrdxido sédico como corresponde e la forme~
cidn del ftalato monosddico. El agua, producida despuds de es-
$a reaccidn de neutralizacidén, es sufieciente para alé»anzar un
buen grado de aspereza. La conecentracidén del dcido orgdnico

y/ d de sus sales se regula adecﬁad‘aman-ﬁe de tal modo gue toda~

via no se formen precipitados de concentracién. La misma puede
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~ ser naturalmente menor, pero por ello se consigue un menor grag

pués de dar asperezé al eleetrodo, en que la formscidn se reg

vieron con la compogicién Optima los siguientes gredos de 8a-

|

do de espereza y tembién se reduce la conductibilidad del elec
trolito mordiente por 1o que se requiere una temsidn de bor-:
nes més elevada. D;é buenos resultedos une solueidn de 10-20 &,
de dcido ftélico y 3-4 g. de hidréxido sédico en un litro de
metanol.

Se aleanzaron grados Sptimos de aspereze con

la sigiiente composicién de la solucién de electrolito: -

100 cm3 de metanol eon aproximedsmente 0,05% ;
de contenido de HyO.

1,5 g de dcido ftdlico

0,36 g de hidrdxido sédico.

Segin la tensién de formecidén aplicads des-

lizé durante 35-40 minutos, aproximedemente a T0%C y en una

densidad de aproximadamente 2 5 en H3P4 21 104 se obtu-

pereza en un tiempo de corrosidn de 15 minutos y con una ten-
sidn de bornas de 15 V.: |

Tensién de formaeidn (Voltios 80 10 . 5
Grado de asperezs 4,6 6,8 12,1
Capacidad de la ho,fa |

hecha dspera (/xF) B 0,904 10,49 18,96

Capacidad de la hoja no
hecha éspera (AiF) 0,196 1,540 1,567



y

. Ie medicidn de eapacided se efectud a 50 Hz
en écido sulfdrico 2n con dos espiras tretadas previemente

de modo iguel como electirodos.
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electrolito que contiene un disolvente orgénico, conteniendo

_ceracterizado porque al lado de metenol como digolvente orgé-

-10 =

st b D 2L
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Ia presente patente de invenecidn comprende las

siguientes reivindicaciones:

le= Procedimiento para la febricacidn de elec
trodos de tentalio o niobio para condensadores de electrolitp

por ejemplo cintas, alambres u hojas de metales pesados como

nicbio o especialmente tentalio, en que el cuerpo de metal pe

sado, que debe hacerse dspero, se conecta como 2nodo em un

especiglgente une pequefia participacidn de agua, y wn dcido
orgénico y/o sus sales como iondgeno garacterizedo porgue se |
émp‘lean'aquellos écidos orgdnicos que no desprenden ningura
clese de iones de heldgeno. '

2.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque se utiliza como disolvente orga'.nico ne-
tanol u otro disolvente mezclsble con mé_tal con una elevada -i
emstante de dielectricidad y un contenido de por lo menos
6;5% de peso de metenol.,

3e= Procedimiento segin la reivindicscidn 2

nico adicional se emplea un alcohol monovalente, glicol, una |
amide, una emina o nitrobenzol. '
4o Procedimiento segin la reivindicacién 1,

caracterizado porque se emplea como dcido orgénico, decido fum
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mrico, 4cido cénfrico, Scido benzoico, émido selicilico, dci

do gentisinico, deido tereffélico, preferentemente deido fté~

lico, Aé
5+~ Procedimiento s‘eglin wne o varies de las re_?
vindieaciones 1 & 74, caracterizado porgua la concentracidn
de la solucién de electrolito se ajuste de tel modo que 1o se|
fomuen precipitados de concentrecidn. |

64— Procedimiento segin las reivindicaciones

1, 2 y 4, caracterizado porque como electrolito se emplea una

solucidn de 10-20 g. de dcido f+4lico y 3-4 g+ de hidrdxido |
sédico en 1 litro de metanol. : !

T~ Procedimiento segim le reivindicacibn 6, |
carecterizado porque como electrolito se emplea une solucidn
de 15 g. de dcido ftdlico y 3,6 g. de hidtéxido sédico en 1 |
litro de mefeanol.

8+~ Procedimiento para la febricacidn de elec

trodos de tantalio o niobio para condensadores de eleetrolitol

Segin se describe y reivjndick en la presente

memoria deseriptiva.

Conste la presente memgria 4¢ once hojas foli_é

des y escritas a micuina por una sola f d cares.
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